



HR-TEM Analyses of GaN宮rownon silicon substrate 
津木宣彦¥岩田博之¥ 川北将吾¥本田善央tt 
Nobuhiko Sawaki t， Hiroyuki Iwata t， Shogo Kawakita tヲandY oshio Honda t t 
Abstract Growth of a high quality GaN on a silicon substrate has been attempted. In order to prevent Ga-Si 
reaction at high temperatures， an AlInN alloy was tested as the intermediate layer between the GaN grown layer 
and the Si subs仕ate.It was found that growth of thin AIN layer followed by the growth of AlInN interm巴diate
layer could improve crystalline quality of the GaN top layer. The density of threading dislocation as well as 
point defect are r巴ducedsubstantially. High resolution (HR-) TEM analyses showed that the AIN layer has been 
grown on Si substrate introducing misfit dislocation. Moreover， the AIIr剖layerhas also been grown epitaxially 
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が試みられてきたが、その手法は、格子定数差がある場合 図4 AlInN/ AIN/Siヘテロ界面の格子像
でも特定の膜厚(臨界膜厚)までは成長層が下地の格子定
数に引っ張られ歪みを内在したままエピタキシヤノレ成長で、 ヘテロ界面方向 (a軸)における AINの格子定数は
きるという原理を用いている。この手法によりすでに 6イ 0.3112nmで、 Siの(111)面における等価的な格子定数は
ンチ Si基板上にクラックフリーGaN成長が得られている。 0.384nmである。このことから、両者には Siを基準にして
しかし、複雑な成長フ。ロセスを要し製造コストの低減の支 18.9% (AINを基準にして20.4%)の格子不整合がある。図4
25 




































の格子整合条件が大幅に緩和され、高品質の AlI位4従って [1] N.Sawaki， T.Hikosaka， N.Koide， S.Tanaka， Y.Honda，阻d
高品質の GaNが得られることが分かる。 AlInNと GaNとの M.Yamaguch，唱Towthand properties of serni-po1紅 GaNona 
格子整合はIn組成を最適化することによって達成されるこ pattemed si1icon subs回 te，"Jouma1 of Crysta1 Growth 311 (2009) 
とから、本手法では、今後薄い A1N膜を通してさらに高品 2867-2874 
質(揺らぎの少なし、)A1InNを得る成長条件を確立すること [2] M.恒久N.Koide，y'HondaラM.YamaguchiヲandN.Sawaki， 
が求められる o "MOVPE growth and properties of GaN on (111 )Si using an 
AlInN intermediate1ayer，" Jouma1 of Crysta1 Growth 311 (2009) 
2891-2894 
5.結言 [3] K. P1oog， "Materia1s engineering of advanced device 
structures by heteroepitaxy oflarge misfit systems，" Mat. Sci. 
Si基板上への窒化物半導体結品成長における成長層の高 Semicon‘Process.4(2001)451-457. 
品質化のため、 AlInN緩衝層の適性について検討した。薄い
AlInN膜を薄いA1N結晶核生成層とともに形成することに
よってその上にMOVPE成長した GaN中の転位が低減され
ることが分かつた。また、ホトノレミネセンススベクトルに
おける青色帯ならびに黄色帯発光も弱くなり、点欠陥密度
も低減されることが分かった。
